第1包 厚氮化硅感应耦合等离子体化学气相沉积台
1. 工作条件：
1.1 见总则第3条。
1.2 环境温度15 ~ 25C。

2.  设备用途：
2.1 光波导器件表面的氧化硅及氮化硅薄膜淀积。适用于波导器件中包层薄膜的沉积。

3.  技术规格：
3.1沉积材料和尺寸：3英寸片上的氧化硅及氮化硅材料
3.2 投标产品制造商必须具ISO认证。
*3.3 系统配置为3英寸片尺寸，同时兼容4英寸两片设计。
3.4 基于Windows的控制软件
3.5 5米电缆到控制柜
3.6 带有配电柜
*3.7 样品台直径不低于240mm
3.8 PC及显示器
3.9 控制软件具有密码权限分级功能
3.10 软件能以系统图形式显示系统流量、温度、阀门状态，具有编辑、调用、存储及查询等功能
3.11 软件具有工艺制程记录以及异常报警以及记录功能
3.12 软件满足手动、自动、维护多种控制模式，可执行腔体漏率测试，显示并记录测试结果
3.13 基片传送腔体：全自动单片预真空室，传送手臂通过预真空室阀门将晶圆传送至反应腔室。
3.14等离子PECVD腔
#3.14.1 七条质量流量控制器控制气路：5% SiH4，10%GeH4，10%PH3，10% B2H6，N2O，N2，CF4。空余两路气路安装控空间以备后续扩展。
*3.14.2下电极加热不低于400摄氏度
3.14.3 腔壁加热温度不低于60度。
*3.14.4 13.56 MHz射频发生器功率是600W
*3.14.5 低频射频电源功率是500W，100KHz
3.14.6 配备VAT、MKS或同级别自动压力控制阀门
3.15 工艺技术规格
3.15.1氧化硅薄膜沉积
	3.15.1.1折射率（1550nm下测量）
	1.44-1.48可调

	*3.15.1.2折射率均匀性
	< +/-0.0005

	3.15.1.3折射率重复性
	< +/-0.0005

	*3.15.1.4厚度
	不小于20μm

	3.15.1.5样品尺寸
	3英寸

	*3.15.1.6沉积速度
	> 2000A/min

	#3.15.1.7片内厚度均匀性
	< +/-2%

	#3.15.1.7片与片厚度均匀性
	< +/-3%

	3.15.1.9硅的应力 (以1微米薄膜厚度测试)
	< -300MPa 压应力











3.15.2 氮化硅薄膜沉积
	3.15.2.1折射率（1550nm下测量）
	1.98-2.1 可调

	3.15.2.2折射率均匀性
	< +/-0.01

	3.15.2.3折射率重复性
	< +/-0.01

	3.15.2.4沉积速度
	> 200A/min

	3.15.2.5样品尺寸
	3英寸

	3.15.2.6片内厚度均匀性
	< +/-3%

	3.15.2.7片与片厚度均匀性
	< +/-5%

	3.15.2.8硅的应力 (以1微米薄膜厚度测试)
	< 100MPa 伸应力







3.15.3 掺杂氧化硅薄膜沉积（P、B、Ge）
	3.15.3.1折射率（1550nm下测量）
	1.44-1.48 可调

	*3.15.3.2折射率均匀性
	< +/-0.0005

	3.15.3.3折射率重复性
	< +/-0.0005

	*3.15.3.4沉积速度
	> 2000A/min

	3.15.3.5样品尺寸
	3英寸

	#3.15.3.6片内厚度均匀性
	< +/-2%

	#3.15.3.7片与片厚度均匀性
	< +/-4%

	3.15.3.8硅的应力 (以1微米薄膜厚度测试)
	< 300MPa 压应力



备注:
(1) 片内厚度均匀性：
在芯片上量度5点。芯片剔除外围 10mm。
均匀性 (%) = (最大值 - 最小值) / (平均值 x 2) x 100%
(2) 厚度片间均匀性：
测量三片芯片。
均匀性 (%) = (最大平均值 - 最小平均值) / (平均值 x 2) x 100%

4.  产品配置要求：
4.1 厚氮化硅感应耦合等离子体化学气相沉积台 1台
4.2 设备具有预真空室以及工艺模块等，传片及工艺过程自动化

5. 选购附件、备件及消耗品：
无

6.  技术文件：
6.1 要求提供详细的出厂装箱单以及技术资料，包含：说明书、操作手册、维护手册等设备技术资料。

7.  技术服务：
7.1 设备安装调试
7.1.1仪器到达最终用户现场，在接到用户通知后，需安排工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标或验收细则要求逐项测试，直至达到验收要求，并形成调试验收报告，各数据应与合同及技术协议一致，检验合格后双方签字验收。若超出范围，按照合同有关条款执行。
7.1.2仪器的安装调试-验收期不应长于1个月。
7.2  技术培训
7.2.1派遣专业工程师进行设备安装和现场技术培训等。
7.2.2技术培训应达到实际效果，要使用户技术人员熟练操作设备，并掌握设备日常维护与保养方法。
7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，经买卖双方友好协商处理。

8. 订货数量：
 一台

9. 目的港：
CIP 北京空港  一台

10. 交货日期：
合同生效后3个月内

11．执行的相关标准：
无

第2包 硅基铌酸锂薄膜电感耦合等离子刻蚀机
1、工作条件：
1.1 见总则第3条。
1.2 环境温度15 ~ 25C。

2.  设备用途：
2.1 坚硬材料刻蚀形成波导，专为刻蚀铌酸锂材料研发，也可刻蚀氧化硅等材料。

3.  技术规格：
3.1 刻蚀材料和尺寸：3英寸片上的铌酸锂材料及Cr
3.2 投标产品制造商必须具ISO认证。
3.3 系统配置为3英寸片尺寸
3.4 基于Windows的控制软件
3.5 5米以下的电缆到控制柜
*3.6 样品台直径不低于240mm
*3.7 ICP电源不低于3000W
3.8 带有PC及显示器
3.9 控制软件具有最高级密码权限、密码权限分级功能
3.10 软件能以系统图形式显示系统流量、温度、阀门状态，具有编辑、调用、存储及查询等功能
3.11 软件具有工艺制程记录以及异常报警以及记录功能
3.12 软件满足手动、自动、维护多种控制模式，可执行腔体漏率测试，显示并记录测试结果
3.13 基片传送腔体：全自动单片预真空室，传送手臂通过预真空室阀门将晶圆传送至反应腔室。
3.14 等离子刻蚀工艺腔
3.14.1低压，高密度等离子
*3.14.2 六条质量流量控制器控制气路：O2，Ar，CHF3，SF6及BCl3, Cl2 且空余2路气路空间以供未来扩展。
*3.14.3 设备额外配备FP51水冷机一台
3.14.4 下电极射频发生器功率不低于300W
3.14.5 RF匹配器
3.14.6 ICP 源匹配器
3.14.7 力自动调节阀
*3.14.8 分子泵抽速不低于1600L/s, 前级干泵抽速不低于95m3/H
#3.14.9 机械卡盘下电极，电源，基片背后氦气冷却控制器及水冷机机
3.14.10 带有腔体加热功能
3.15 工艺技术规格
3.15.1 铌酸锂刻蚀工艺
	3.15.1.1刻蚀材料
	铌酸锂（3英寸）

	3.15.1.2刻蚀结构
	线宽100nm-1μm波导

	3.15.1.3甲方提供掩膜参数
	>200nm厚Cr硬掩模。
所有刻蚀掩膜必须为挺直，侧壁角度>80°

	3.15.1.4刻蚀深度
	300-700nm

	3.15.1.5刻蚀速度
	>30nm/min

	*3.15.1.6片内刻蚀深度均匀性
	<±5%

	#3.15.1.7片与片刻蚀深度均匀性
	<±3%

	*3.15.1.8对应Cr硬掩模选择比
	>5:1

	*3.15.1.9侧壁倾角
	>70°

	3.15.1.10侧壁粗糙度
	<10nm或不低于掩膜侧壁粗糙度













3.15.2 Cr刻蚀工艺
	3.15.2.1刻蚀材料
	Cr（3英寸）

	3.15.2.2刻蚀结构
	线宽100nm-1μm波导掩膜

	3.15.2.3甲方提供掩膜参数
	>1.5um厚PR。
所有刻蚀掩膜必须为挺直，侧壁角度>80°

	3.15.2.4曝露面积
	<15%

	3.15.2.5刻蚀深度
	200nm

	3.15.2.6刻蚀速度
	>30nm/min

	#3.15.2.7片内刻蚀深度均匀性
	<±5%

	#3.15.2.8片与片刻蚀深度均匀性
	<±3%

	3.15.2.9对应光刻胶选择比
	>0.5:1

	3.15.2.10角度
	>80°



备注:
（1）片内刻蚀深度均匀性：
在芯片上量度5点。
均匀性 (%) = (最大值 - 最小值) / (平均值 x 2) x 100%
（2）芯片剔除外围 6mm。片与片深度均匀性，测量三片：
均匀性 (%) = (最大值 - 最小值) / (平均值 x 2) x 100%
（3）侧壁陡直度 = tan-1 {(刻蚀深度x 2) / (顶宽 - 底宽)}

4.  产品配置要求：
4.1硅基铌酸锂薄膜电感耦合等离子刻蚀机1台
4.2设备具有预真空室以及工艺模块等，传片及工艺过程自动化

5. 选购附件、备件及消耗品： 
无

6.  技术文件：
6.1要求提供详细的出厂装箱单以及技术资料，包含：说明书、操作手册、维护手册等设备技术资料。

7.  技术服务：
7.1 设备安装调试
7.1.1仪器到达最终用户现场，在接到用户通知后，需安排工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标或验收细则要求逐项测试，直至达到验收要求，并形成调试验收报告，各数据应与合同及技术协议一致，检验合格后双方签字验收。若超出范围，按照合同有关条款执行。
7.1.2仪器的安装调试-验收期不应长于1个月。
7.2  技术培训
7.2.1派遣专业工程师进行设备安装和现场技术培训等。
7.2.2技术培训应达到实际效果，要使用户技术人员熟练操作设备，并掌握设备日常维护与保养方法。
7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，经买卖双方友好协商处理。

8. 订货数量：
 一台

9. 目的港：
 CIP北京空港  一台

10. 交货日期：
   合同生效后3个月内

11．执行的相关标准：
   无
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